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FTORID IONLI QOPLAMALARNI O‘RGANISH

Gaybulova Gulnora Sadullaevna

Osiyo xalgaro universiteti “Umumtexnik fanlar” kafedrasi assistenti

ANNOTATSIYA
Mikro va optoelektronikada qo ‘llaniladigan elektr o ‘tkazuvchan qoplamalar
yetarlicha yuqori shaffoflikka ega bo ‘lishi kerakligi sababli, biz olingan ftorid ionli
qoplamalarning  uzatish  spektrlarini o ‘Ichash, ftorid-ionli va super-ionli
qgoplamalarni o ‘rganish.
Kalit so‘zlar. CeF’; elektr o ‘tkazuvchan qoplamalar, spektr, ftoridli birikmalar,

radiatsiya, izolyator, optoelektronika, mikroelektronika, o ‘tkazuvchan qoplama,

shaffof jism.

Ftorid birikmalaridan CeF; va LaF; elektr o‘tkazuvchan qoplama sifatida
sinovdan o‘tkazildi. CeF; va LaF; qoplamalari 60 dan 300 °C gacha bo‘lgan har xil
haroratida shisha tagliklarga yotqizilgan. Taglikning harorati oshishi bilan,
yotqizilgan materialning cho‘kish tezligi pasayadi. Ftoridli qoplamalarning cho‘kish
tezligi 60 °C, 100 substrat haroratida 7 =~ 8 nm / min, 6,6 =~ 7 nm / min, 6 =~ 6,6 nm /
min, 4,6 nm / min, 4,2 nm / min, 3,8 nm / min edi, 60 °C, 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300
°C. Qoplamaning qalinligi mos ravishda 76-100 nm edi. Mikro va optoelektronikada
qo‘llaniladigan elektr o‘tkazuvchan qoplamalar yetarlicha yuqori shaffoflikka ega
bo‘lishi kerakligi sababli, biz 1-rasmda ko‘rsatilgan, olingan ftoridli qoplamalarning
uzatish spektrlarini o‘lchadik.

LaF; qoplamasi va T = 250 °C gacha qizdirilgan substratga yotqizilgan CeF;
goplamasi alohida qiziqish uyg‘otadi. 370 - 1100 nm spektral mintagada bu
qoplamalarning shaffofligi ~ 92% ni tashkil qiladi. Ma’lumki, CeF; va LaF;
qoplamalari ma’lum bir harorat yukida ion o‘tkazuvchanligini ko‘rsatadi; superionga

aylanadi. CeF; va LaF; qoplamalarining fizik xususiyatlari juda kam o‘rganilgan.
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Ishlar [1], [2] tarkibiy va morfologik o‘zgarishlarni taglik haroratining funktsiyasi
sifatida, shuningdek, haroratga qarab elektr o‘tkazuvchanligining o‘zgarishini ko‘rib
chigadi. CeF; va LaF; birikmalari juda keng tarmoqli bo‘shlig‘iga ega, bu ularni
amalda izolyatorga aylantiradi. Yutish koeffitsienti 250 — 300 nm radiatsiya
spektrining ultrabinafsha mintagasida joylashgan [2]. Yutish miqdori ishlab chigarish
texnologiyasiga bog‘liq.

CeFs plyonkalarining strukturaviy tahlili shuni ko‘rsatdiki, CeF; gatlamlari
taglikkaga vertikal yo‘naltirilgan olti burchakli fazaning donalaridan iborat. Vertikal
yo‘nalish taglikning yuqori haroratida sodir bo‘ladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki,

mukammal donalarning o‘sishi uchun optimal harorat 230 - 280 °C oralig‘ida.
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l1-rasm. Turli xil haroratlarda shisha tagliklarga yotqizilgan ftoridli
goplamalarning uzatish spektrlari.

Haroratga qarab CeF; va LaF; qoplamalarining qarshiligini o‘lchash uchun biz
[2] da tasvirlangan dizaynga o‘xshash kontakt elektrodlari dizaynini tanladik. Elektr
maydonida CeF; va LaF; dielektriklarining qutblanishi sodir bo‘ladi, lekin doimiy
maydonda o‘tkazuvchanlik yo‘q. Qoplamani ishlab chiqarish texnologiyasiga qarab,
ma’lum bir haroratda o‘tkazuvchanlikning ion komponenti oshishi kerak, chunki
CeF; va LaF; superionik materiallardir. Ion o‘tkazuvchanligi yuqori bo‘lgan hududni
aniqlash uchun o‘tkazuvchanlikning haroratga bog‘ligligini tadqiq qilish kerak. CeF;
va LaF; qoplamalarining qarshiligini vakuumli o‘rnatishdagi harorat yukiga qarab
o‘lchash yaxshiroqdir, chunki kislorod yuqori haroratda havo atmosferasida ftor va
lantan ionlariga ta’sir qiladi, natijada seriyning yangi oksiftorid birikmalari va lantan
hosil bo‘ladi. Ion va yuqori ionli materiallarning elektr o‘tkazuvchanligi va optik
shaffofligi uchun mas’ul bo‘lgan texnologik rejimlar bo‘yicha tadqiqotlarni davom
ettirish kerak.

CeF; u LaFs asosidagi elektr o‘tkazuvchan ftoridli qoplamalarni tekshirish
boshlandi. Ftoridli qoplamalar shisha tagliklarga 60 dan 300 °C gacha bo‘lgan
haroratlarda va har xil cho‘kish tezligida 3,8 dan 8 nm / min gacha cho‘ktiriladi. CeF
u LaF; qoplamalari ma’lum bir harorat yuki ostida ion o‘tkazuvchanligini ko‘rsatadi;
superionga aylanadi. Mikro va optoelektronikada qo‘llaniladigan elektr o‘tkazuvchan
qoplamalar etarlicha yuqori shaffoflikka ega bo‘lishi kerakligi sababli, biz olingan
ftoridli qoplamalarning uzatish spektrlarini o‘lchadik, shundan LaF; qoplamasi va
CeF; qoplamasi T = 250 °C ga qizdirilgan tagliklarga yotqizilganligini ko‘rish
mumkin. 370 - 1100 nm spektral mintagada ushbu qoplamalarning shaffofligi ~ 92%
ni tashkil qiladi. Ion o‘tkazuvchanligi yuqori bo‘lgan hududni aniqlash uchun
o‘tkazuvchanlikning haroratga bog‘ligligini tadqiq qilish kerak. Ion va yuqori ionli
materiallarning elektr o‘tkazuvchanligi va optik shaffofligi uchun alogador bo‘lgan
texnologik rejimlar bo‘yicha tadqiqotlarni davom ettirish kerak.

Ion bog‘langan kristalllarning sirtga yaqin zonalarining elektron tuzilishi nazariy
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jihatdan o‘rganiladi. lIon bog‘lanishga ega bo‘lgan nanozarrachalarning sirt
hududlariga ketma-ket qo‘llaniladigan umumlashtirilgan Zeyts-Madelung modelida
ion kristallarida E ;¢ /, bog‘ligligi uchun biz tarmoqli bo‘shlig‘ining darajali bo‘shliq
holatini olishimiz ko‘rsatilgan va bu variatsiya-bo‘shliqning chuqurligi E ;¢ 5, sharti
bilan aniqlanadi (x,y=const,z=const).

O‘xshash nanozarrachalar sirtining mahalliy holatlarining elektron tuzilishi
ularning elektronlarining energiya diapazoniga garab uch turdagi mumkin bo‘lgan sirt
holatlarini ko‘rsatadi: tarmoqli, oralig® ichida va diapazon oxiri energiyasidan yuqori.
Bu local holatlarning xususiyatlari. Lokal holatlar Tamm darajalaridan aslida farq
qilmaydi, oraliq energiya mintagasi esa (sirt o‘tkazuvchanlik zonasining pastki
qismidan varizonallikning yuqori chegarasigacha Tamm holatlariga xos bo‘lmagan

yangi xususiyatlarga ega).
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